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 Фор-

мат 
Зо- 

на 
Поз. Обозначение Наименование   Кол. Примечание 

       

    Документация   

       

   CАМ21.03.000 СБ Сборочный чертеж   

   CАМ21.03.000 Э3 Схема  электрическая   

    принципиальная   

   CАМ21.03.000 ПЭ3 Перечень элементов   

       

    Детали   

       

  1 САМ21.03.001 Плата 1  

       

    Прочие изделия   

       

    Конденсаторы    

  2  ЧИП-0805-15 пФ±5%NPO 1 C6 

  3  ЧИП-0805-22 пФ±5%NPO 1 C5 

  4  ЧИП-0805-1800 пФ±5% X7R 1 C13  

  5  ЧИП-0805-0,1 мкФ±20% X7R 12 
C2, C4,C7, 

C9,C11, C12, 
 

      
C14, C15,С19 

C23, C26,С27 
 

        

  6  1206-0,47мкФ±20%X7R 1 C8 

       
 

  7  К10-17б-0,1 мкФ±10%X7R 3 
C18, 

С21, С25 
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  7  T-B-16B-10мкФ±20% 3 С1, С3, С10 

  8  T-D-25B-47мкФ±20% 1 С24 

  9  T-D-16B-100мкФ±20% 4 
С16, С17 

С20, С22 

       

    Микросхемы   

  11  AT45DB642D-CNU 1 DD3 

  12  MAX639 ESA (Корпус SO8) 1 DA1 

  13  MAX640 ESA (Корпус SO8) 1 DA2 

  14  PIC16F73 – Е/SО (Корпус SO28) 1 DD1 

  15  PIC18F2550 – I/SО 1 DD2 

  16  4011BD (Корпус SO14) 1 DD5 

  17  4093ВD (Корпус SO14) 1 DD4 

       

    Резисторы ЧИП   

  20  0805-1кОм ±5% 3 
R22, 

R27, R42 

  21  0805-10кОм ±5% 3 
R7, 

R8, R28 

  22  0805-22кОм ±5% 11 
R1-R3, 

R5 ,R11 

      
R13-R15, 

R18,R20,R21 

       

  23  0805-30кОм ±5% 4 
R23, 

R32-R34 

  24  0805-39кОм ±1% 1 R26 

  25  0805-43кОм ±1% 1 R38 

  26  0805-100кОм ±1% 2 R36,R39 

  27  0805-100кОм ±5% 1 R16 

  28  0805-120кОм ±5% 3 
R6, 

R19, R41 

  29  0805-150кОм ±5% 3 R29,R31,R35 
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  30  0805-240кОм ±1% 1 R25 

  31  0805-300кОм ±5% 6 
R4,R9,R10, 

R12,R17,R30 

  32  0805-330кОм ±1% 1 R40 

  33  0805-470кОм ±1% 1 R24 

  34  0805-560кОм ±1% 1 R37 

       

    Диоды   

  37  BAV70 2 VD3,VD4 

  38  BZX84C9V1 (Корпус SOT-23) 1 VD6 

  39 
 

BZX84C5V6 (Корпус SOT-23) 1 VD7 

  40  SF12 2 VD1,VD2 

  41  1N4002 1 VD5 

       

    Транзисторы   

  43  IRF7316 
(Корпус SO8, замена IRF7324) 

1 VT2 

  44  IRF7341 2 VT3,VT4 

  45  IRF7343 (Корпус SO8) 2 VT1,VT5 

       

       

    Резонатор кварцевый    

  47  
РПК01 НС-49S-8,000 МГц-6-В-С 

(Замена - корпус НС-49SM) 
1 Z1 

       

    Дроссель   

  48  SDR1105 – 201к 200мкГн 2 L1, L2 
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 Конденсаторы ЧИП   

С1 Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

С2 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 1  

C3 Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

С4 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 1  

C5 0805 - 22 пФ +5% NPO 1  

C6 0805 - 15 пФ +5% NPO 1  

С7 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 1  

C8 1206 - 0,47мкФ +10% X7R 1  

C9 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 1  

C10 Т – В– 16B– 10 мкФ + 20% 1  

C11, C12 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 2  

C13 0805 - 1800 пФ +5% X7R 1  

C14, С15 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 2  

C16, C17 Т – D– 16B– 100 мкФ + 20% 2  

C18 К10-17б-0,1мкФ +10% X7R 1 имп. 

C19 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 1  

C20 Т – D– 16B– 100 мкФ + 20% 1  

C21 К10-17б-0,1мкФ +10% X7R 1 имп. 

C22 Т – D– 16B– 100 мкФ + 20% 1  

C23 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 1  

C24 Т – D– 25B– 47 мкФ + 20% 1  

C25 К10-17б-0,1мкФ +10% X7R 1 имп. 

C26, C27 0805 - 0,1мкФ +20% X7R 2  
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 Микросхемы   

DD1 PIC16F73 – Е/SО 1 Корпус SO28 

DD2 PIC18F2550 – I/SО 1 Корпус SO28 

DD3 AT45DB642D-CNU 1  

DD4 4093ВD 1 Корпус SO14 

DD5 4011BD 1 Корпус SO14 

DA1 MAX639 ESA 1 Корпус SO8 

DA2 MAX640 ESA 1 Корпус SO8 

    

 Резисторы ЧИП 0805   

R1 – R3 22 кОм+5% 3  

R4 300 кОм+5% 1  

R5 22 кОм+5% 1  

R6 120 кОм+5% 1  

R7, R8 10 кОм+5% 2  

R9, R10 300 кОм+5% 2  

R11 22 кОм+5% 1  

R12 300 кОм+5% 1  

R13– R15 22 кОм+5% 3  

R16 100 кОм+5% 1  

R17 300 кОм+5% 1  

R18 22 кОм+5% 1  

R19 120 кОм+5% 1  

R20, R21 22 кОм+5% 2  

R22 1 кОм+5% 1  

R23 30 кОм+5% 1  

R24 470 кОм+1% 1  

R25 240 кОм+1% 1  

R26 39 кОм+1% 1  

R27 1 кОм+5% 1  
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R28 10 кОм+5% 1  

R29 150 кОм+5% 1  

R30 300 кОм+5% 1  

R31 150 кОм+5% 1  

R32 –R34 30 кОм+5% 3  

R35 150 кОм+5% 1  

R36 100 кОм+1% 1  

R37 560 кОм+1% 1  

R38 43 кОм+1% 1  

R39 100 кОм+1% 1  

R40 330 кОм+1% 1  

R41 120 кОм+5% 1  

R42 1 кОм+5% 1  

    

 Транзисторы   

VT1,VT5 IRF7343 2 Корпус SO8 

VT2 IRF7316 1 
Корпус SO8 

Замена IRF7324 

VT3,VT4 IRF7341 2  

    

 Диоды   

VD1,VD2 SF12 2  

VD3,VD4 BAV70 2  

VD5 1N4002 1  

VD6 BZX84C9V1 1 Корпус SOT-23 

VD7 BZX84C5V6 1 Корпус SOT-23 

    

 Резонатор кварцевый   

Z1 РПК01 НС-49S – 8,000 МГц -6-В-С 1 
Замена 

 корпус НС-49SM 

    

L1, L2 Дроссель SDR1105 – 201к 200мкГн 2 имп. 

    

 

      Лист 

     СAМ21.03.000 ПЭЗ    3 
Изм Лист № докум. Подп. Дата  

 




